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onolithisch integrierte Kapazitat 

Die monolithisch integrierte Kapazitat wird durch zwei 
f einem Substrat <1) aufgebrachte und durch eine di- 
iktrische Schicht (3) voneinander getrennte leitende Be- 
(2, 4) gebildet, wobei der auf der dielektrischen 
hicht <3) aufliegende obere Belag (4) uber mindestens 
"ie leitende Luftbrucke (7) mit mindestens einem von 
>ei Anschluftleitern (5) der Kapazitat verbunden ist. Pa- 
sitare Induktivitaten der Kapazitat werden dadurch 
?itgehend kompensiert, daft die beiden Anschlu&leher 
6) durch mindestens eine, die Kapazitat uberbrucken- 
. hochohmige Leitung (8, 9) miteinander verbunden 
id. 
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Beschrcibung 

Stand dcr Technik 

Die vorliegende Erfindung betrifTt eine monolithisch inle- 
grierte Kapazital, deren Elekiroden durch zwei auf einem 
Subslrai aufgebraehle und durch eine dieleklrische Schicht 
voneinander getrennte leitende Belage gebildel werden, wo 
bei der aufder dielektrischen Schicht aufliegende obere Be- 
lag uber mindesiens eine leitende Luftbrucke mil minde- 
siens einem von zwei AnschluBleilern der Kapazilat verbun- 
den ist. Eine derartige monolithisch integrierte Kapazital 
geht aus dem "Design Guide, GaAs Foundry Services" von 
Texas Instruments, Version 4.2, Februar 1 997, S. 1-6 hervor. 

Bei sehr hohen Frequenzen, z. B. im Milimeterwellenbe- 
reich, haben monolithisch integrierte Kapazitaten nicht rein 
kapazitive Eigenschaften wie konzenirierte Kapazitaten. 
sondcrn sic wciscn unter Umstandcn auch einen schr hohen 
induktiven Blindwiderstand auf. Dieser induktive Anteil re- 
sulLiert hauptsachlich aus einer oder mehreren Ieitenden 
Luftbriicken, welche einen Belag der Kapazital mil einer 
AnschluBIeitung verbinden. Je kleiner die Kapazitat ist, d. h. 
je geringer die Abmessungen der Belage des Kondensators 
sind, desto groBer ist der Abstand zu den AnschluBleitungen 
und desio langer miissen die Ieitenden Luftbriicken ausge- 
bildet sein. Je langer aber die Ieitenden Luftbriicken sind, 
desto groBer wird der parasitare, induktive Anteil an dem 
Blindwiderstand. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
monolihisch integrierte Kapazitat anzugeben, deren parasi- 
tarer induktiver Anteil des Blindwiderstandes moglichst ge- 
ring ist . 

Vorteile der Erfindung 

Die genannte Aufgabe wird mil den Merkmalen des An- 
spruchs 1 dadurch gelost, daB die beiden AnschluBleiter 
durch mindesiens eine, die Kapazital uberbriickende, hoch- 
ohmige Leitung miteinander verbunden sind. Diese Leitung 
stellt einen induktiven Blindwiderstand dar, der zu anderen 
parasitaren induktiven Blind widerstanden parallelgeschaltet 
ist. Der gesamte induktive Anteil des Blindwiderstandes der 
Kapazitat wird dadurch erheblich rednziert. 

GemaB den Unteranspruchen kann die monolithisch inte- 
grierte Kapazitat entweder ais seriell geschaltetes Bauele- 45 
ment ausgebildet sein, wobei der obere Belag uber eine lei- 
tende Luflbriicke mil einem der beiden AnschluBleiter ver- 
bunden ist und der unter der dielektrischen Schicht liegende 
untere Belag direkt in den anderen AnschluBieiter ubergeht. 
Oder die monolithisch inlegrierte Kapazital kann einen Ne- 50 
benschluB nach Masse bilden, wobei der untere Belag uber 
eine Durchkonlaktierung im Substrat mil einer aufder ge- 
genuberliegenden Substratseite vorhandenen Masseleitung 
kontakliert isi und der obere Belag iiber jeweils eine leitende 
Luftbrucke mil beiden AnschluBleilern verbunden ist. 55 

Zeichnung 

Anhand zweier in der Zeichnung dargestelJter Ausfiih- 
rungsbeispiele wird nachfolgend die Erfindung naher erlau- 6*) 
lert. Es zeigen: 

Fig. la eine Draufsicht auf eine in Serie geschahete Ka- 
pazitat, 

Fig. lb einen Querschniti A- A der in Fig. 1 dargestellten 
Kapazitat, 6 5 
Fig. 1c ein Ersatzschalibild dieser Kapazitat, 
Fig. 2a eine Draufsicht auf eine einen NebenschluB nach 
Masse bildende Kapazitat, 
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Fig. 2b einen Querschniti B-B der in Fig. 2a dargestellten 
Kapazital und 

Fig. 2c ein Ersatzschalibild dieser Kapazilat. 

5 Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen 

Der Fig. la ist eine Draufsicht und der Fig. lb ein Quer- 
schniti A-A durch eine auf einem Substrat 1 (z. B. GaAs- 
Substrat) monolithisch integrierte Kapazilat zu entnehmen. 
10 Es handelt sich hierbei, wie das in der Fig. lc dargestellte 
Ersatzschalibild der monolithisch integrierten Kapazital 
verdeutlicht. urn eine seriell geschaltete Kapazitat CI. 

Die monolithisch intcgrierle Kapazilat besleht in bekann- 
ter Weise aus einem unteren auf dem Substrat 1 direkt auf- 
15 gebrachten Belag 2, der die erste Elektrode der Kapazitat 
bildel, einer darauf aufgebrachten dielektrischen Schicht 3 
und einem auf der dielektrischen Schicht 3 aufgebrachten 
obcrcn Belag 4, dcr die zweile Elckirodc dcr Kapazitat bil- 
det. Auf dem Substrat 1 sind weiterhin ein ersler AnschluB- 
20 leiter 5 und ein zweiter AnschluBleiter 6 aufgebracht. Bei 
dem hier als seriell geschaltetes Bauelement ausgebildeten 
Kapazitat geht der untere Belag 2 direkt in den AnschluBlei- 
ter 6 iiber. Der andere AnschluBleiter 5 ist uber eine leitende 
Luftbrucke 7 mil dem oberen Belag 4 elektrisch lei lend ver- 
25 bunden. Die leitende Luflbriicke 7 ist beispiels weise als 
Goldbandchen ausgefuhrt. 

Die leitende Luftbrucke 7 verursacht einen parasiiaren in- 
duktiven Blindwiderstand. der im Ersatzschalibild in Fig. lc 
alsJnduktivitatLll mil der Kapazitat CI in Reihe geschaltet 
30 ist. Diese parasitare Induktivitat LI 1 kann durch eine Induk- 
tivilat LI, welche zu der parasitaren Induktivitat Lll und 
der Kapazital CI parallelgeschaltet ist, weitgehend kompen- 
siert werden. Eine solche kompensierende Liduktivilat LI 
wird, wie in Fig. la dargestellt, dadurch geschafTen, daB die 
35 beiden AnschluBleiter 5 und 6 durch mindesiens eine, die 
Kapazital uberbriickende, hochohmige Leitung 8. 9 mitein- 
ander verbunden werden. Je nachdem wie groB die zu kom- 
pensierende parasitare Induktivitat ist, reich t auch u. U. eine 
einzige Leitung 8 oder 9 aus. Bei einer groBeren parasitaren 
40 Induktivitat empfiehlt es sich aber, wie in dem Ausfuhrungs- 
beispiel der Fig. la dargestelli, zwei die Kapazitat iiberbruk- 
kende Leiiungen 8 und 9 vorzusehen. Die GrdBe der parasi- 
taren Induktivitat Lll hangt im wesenllichen von derLange 
der Ieitenden Luftbrucke 7 ab. Die Lange der Luftbrucke 7 
ist urn so groBer, je kleiner die Kapazitat, d. h. je kleiner der 
obere Belag 4 ist. Denn je kleiner der obere Belag 4 ist, de- 
sto groBer wird der zu uberbriickende Absiand zwischen 
ihm und der AnschluBIeitung 5. Der gesamte induktive An- 
teil der monolithisch integrierten Kapazitat wird sehr ge- 
ring ? wenn die Induktivitat LI der hochohmigen Leiiungen 8 
und 9 sehr viel kleiner als die parasitare Kapazilat Lll der 
Luftbrucke 7 ist. 

In der Fig. 2a ist eine Draufsicht, in der Fig. 2b ein Quer- 
schniti B-B und in der Fig. 2c ein Ersatzschalibild einer mo- 
nolithisch integrierten Kapazitat dargestelli, die einen Ne- 
benschluB nach Masse bildet. Die inlegrierte Kapazital 
weist einen auf einem Subsirat 10 aufgebrachten unteren 
Belag 11, cine dariiber liegende dieleklrische Schicht 12 und 
einen darauf aufgebrachten oberen Belag 13 auf. Der untere 
Belag 11 und der obere Belag 13 bilden die beiden Elektro- 
den der Kapazilat. Der uniere Belag 11 ist uber eine Durch- 
konlaktierung 14 im Substrat 10 mil einer Masseleitung 15 
auf der dem unteren Belag 11 gegenuberliegenden Substrat- 
seite kontakliert. Auf derselben Substratseite, auf der die 
Bclagc 11 und 13 dcr Kapazitat aufgebracht sind. befinden 
sich zwei AnschluBleiter 16 und 17, die beide iiber jeweils 
eine leitende Luftbrucke 18 und 19 mil dem oberen Belag 13 
der Kapazilat verbunden sind. 
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Die beiden leiicndcn Luftbruckcn IS unci 19 bildcn. wie 
ini Ersatzschallbild der Fij». 2c dargcsielll, zwei para.siiare 
Indukriviiaien L21 und L22. AuBerdem hai die Durchkon- 
laktierung 14 einc indukiivc Wirkung, die in de'r F.rsatz- 
schaliung als zu der Kapaziiiii C2 in Reibc geschaliele para- 5 
siiiire Indukn vital L23 dargesicllt isi. Der gesainie indukiivc 
Blindwidersiand der monolithisch inlegricrien Kapazitat 
kann milleis einer zusiilzlich eingefiihrien, zu den anderen 
parasitaren Jndukiivitaten parallel geschalieien Jndukiivitai 
L2 sehr stark reduziert vverden. Diese zusalztiche lnduktivi- 10 
tat L2 wird miltels einer oder zweier hochohiniger Leitun- 
gen 20. 21 realisicru welche die beiden AnschluBleiter 16 
und 17 iniieinander verbinden. 



1. Monolithisch iniegrierie KapazitaX deren Elekiro 
den durch zwei auf cineni Subsirat (1, 10) aufgcbrachic 
und durch eine dielekirische Schicht (3, 12) voneinan- 
der getrennte. leitende Belage (2. 4, 11, 13) gebildet 20 
werden, wobei der auf der dielektrischen Schicht (3, 
12) aufiiegende obere Belag (4. 13) iiber niindeslens 
eine leitende Luftbriicke (18, 19) mil mindestens eineni 
von zwei A n sen I uB lei t e rn (5, 16, 17) der Kapazitat ver- 
bunden isU datlurcli gekennzeiclinel. daB die beiden 25 
AnschluBleiter (5, 6, 16, 17) durch mindestens eine, die 
Kapazitat uberbruckende, hochohmige Leilung (8, 9, 
20. 21) mileinander verbunden sind. 

2. Monolithisch iniegrierie Kapazitat nach Anspruch 

] , dadurch gekennzeichnet ., daB sie als seriell geschal- 30 
teles Bauelement ausgebildel isu wobei der obere Be- 
lag (4) iiber eine leitende Luftbriicke (7) mil eineni der 
beiden AnschluBleiter (5, 6) verbunden ist und der un- 
ter der dielektrischen Schicht (3) liegende untere Belag 
(2) direkt in den anderen AnschluBleiter (6) ubergehl. 35 

3. Monolithisch iniegrierie Kapazitat nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet. daB sie einen NebenschluB 
nach Masse bildet, wobei der unter der dielektrischen 
Schicht (12) liegende Belag (11) uber eine Durchkon- 
lakiierung (14) im Substrat (10) mil einer auf der gc- 40 
genuberliegenden Substraiseite vorhandenen Masselei- 
lung (15) kontakiiert ist und der obere Belag (13) uber 
jeweils eine leilende Luftbriicke (18. 19) nut beiden 
AnschluBleitem (16, 17) verbunden ist. 
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